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Tlenek galu (Gay0s3), z szeroka przerwa energetyczng 4.8-4.9 eV, w ostatnim czasie
przyciggnat wiele uwagi naukowej i technologicznej ze wzgledu na jego przyszte zastosowania
w energoelektronice - tranzystory polowe, diody z barierg Schottky'ego, w optoelektronice —
luminofory, fotodetektory, w pamieciach, w systemach wykrywania - czujniki gazu. Gal jest
niestabilnym i rzadkim pierwiastkiem w przyrodzie, natomiast Ga;0s, rozpuszczalny
w wiekszosci kwasow i zasad, jest jednak stabilny i nierozpuszczalny w wodzie. Ga,0s3 posiada
pie¢ roznych struktur atomowych okreslanych jako polimorficzne, takie jak a-Ga O3
(struktura romboedryczna), B-Ga0s (jednoskosna), y-Gaz0 (spinelowa), 6- Ga,0s3 (kubiczna),
&- Ga;03 (ortorombowa). Tlenek galu charakteryzujgcy sie kazdg z tych struktur ma unikalne
wtasciwosci fizyczne i moze by¢ szeroko stosowany w réinych wyzej wymienionych
urzadzeniach.

Warstwy tlenku galu zostaty wykonane za pomocg metody osadzania warstw atomowych
(ang. Atomic Layer Deposition ALD). Warstwy te zostaty osadzone przy uzyciu dwodch
z wymienionych prekursoréow: H;0O, Os, CsHeGa (TMG), CeHisGa (TEG), a takze poddane
procesom wygrzewania. W trakcie konferencji zostang zaprezentowane wtasciwosci
strukturalne otrzymanych warstw okreslone na podstawie wynikéw dyfrakcji rentgenowskiej
(XRD), i mikroskopu sit atomowych (AFM).
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